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第 3版检测题参考答案
A卷

一尧选择题
1援B
提示 水平方向：蕴越增园贼，则粒子在电

场中的运动时间 贼越 L
v0
。

2.C
提示 在匀强电场 E中，带电粒子

所受静电力为恒力。带电粒子受到与运
动方向相反的恒定的电场力作用，产生
与运动方向相反的恒定的加速度，因
此，带电粒子原q 在开始运动后，将沿电
场线做匀减速直线运动。

3援C
提 示 qU 越 12 mv2 原 12 mv02，v 越

v02+ 2qU
m姨 ，选 C。

4援B
提示 整个过程电场力做正功，只

有电势能与动能之间相互转化，根据能
量守恒，减少的电势能全部转化为动
能，故 A、C、D错误，B正确。

5援B
提示 设电子被加速后获得的初速

度为 v0，则由动能定理得

U1q= 12 mv02 淤
又设极板长为 l，则电子在电场中

偏转所用时间

t= l
v0

于
设两极板间距离为 d，电子在平行

极板间受静电力作用产生加速度 a，由
牛顿第二定律得

a= Eq
m = U2q

dm 盂
电子射出偏转电场时，平行于电场

线的速度
vy=at 榆
由淤于盂榆式可得 vy= qU2l

mdv0
又 tan兹= vy

v0
= U2ql

dmv02 = U2ql2dqU1
= U2l2dU1

故使偏转角 兹变大的条件是使 U2
变大、U1变小，即选项 B正确。

6援A
提示 由 赠越 12 葬贼圆越 12·哉择

皂凿·
l2
v02得：

哉越 圆皂增02凿赠
择造圆 ，所以 哉邑 赠

造圆 ，可知 粤项正

确。
7.ABD
提示 根据偏转位移公式得 y =

U2L2
4dU1

，可判定只有 C选项不正确。
8援BCD
提示 粒子在水平方向上做匀速运

动，一定会穿出电场区域，A错；由粒子
的侧向位移 y= 12 qE

m
L2
v02 ，可知B、C正

确；粒子由同一加速电场由静止开始加

速后，获得的动能为 12 mv02=qU，代入 y=
12 qEL2

mv02 后可知侧向位移相同，D正确。
故本题选 BCD。

二尧填空题
9援45eV 45eV 15eV
提示 根据题目所给出的条件，分析

出电子在 OA、AB、BC各段的运动情况，
由于已知各段的电压，所以可以利用动

能定理求出动能。因 A 点电势高于 O
点，所以电子在 OA 间加速，静电力做正
功，动能增加，由 eU=EkA-0得 EkA=45eV；

因为 A、B间电势差为零，即 AB间
无电场，所以电子在 AB间做匀速运动，
故 EkB=EkA=45eV；

因为 C点电势低于 B点电势，所以电
子在 BC间做减速运动，即克服静电力做
功，动能减少，则 EkC=EkB-eU=（45-30）eV=
15eV。

10援（1）mv02
2qd

（2）4d
v0

提示（1）射入最大深度时，静电力
做负功，动能完全转化为电势能，根据

动能定理有-Eq·d=0- 12 mv02，则 E= mv02
2qd ；

（2）带电粒子在静电力作用下最终
会返回初始射入匀强电场的位置，由运

动学公式有 0=v0t- 12 qE
m t2，得 t= 4d

v0
。

三尧计算题
11援（1） 17姨 v0
（2）8mv02
提示（1）把 ve正交分解，比较其水

平分速度 v0和竖直分速度 vy，由于水平、
竖直分运动的平均速度大小之比为 1颐2，

因此有

v0颐vy=1颐4，所以有 ve= 17姨 v0；
（2）由 a到 e对该带电粒子用动能定

理可求得

W电= 12 mve
2- 12 mv02=8mv02。

B卷
一尧选择题
1援C
提示 粒子在电场中做类平抛运

动，澡越 择耘2皂（ x
v0
）圆得

曾越增园 圆皂澡
择耘姨

由 增园 圆澡皂葬
耘择葬姨 约增园 圆澡皂b

耘择b姨
得 择葬

皂葬
跃 择遭
皂遭
。

2.BD
提示 微粒以一定的初速度垂直射

入偏转电场做类平抛运动，则有
水平方向：L=v0t
竖直方向：y= 12 at2

又 a= qU
md

联立得 y= qUL2
2mdv02 = qUL2

4dEk0
要缩小字迹，就要减小微粒通过偏

转电场的偏移量y，由上式分析可知，采
用的方法有：减小比荷 q

m、增大墨汁微

粒进入偏转电场时的初动能 Ek0、减小极
板的长度 L、减小偏转极板间的电压 U，
故本题选 BD。

二尧计算题

3援 2仔md2v2
q渍

提示 选择有代表性的离子进行运
动分析，所有离子受到的静电力相同，
都垂直 B 板向上，当初速度方向不同
时，对应轨迹不同，如题图中虚线所示，
当初速度方向和 B板平行时，偏离最远
（M、M忆），从整个空间看，这些发光点恰
好构成一个圆。

沿 B板方向
R=OM=vt 淤
垂直于 B板方向
d= 12 at2= q渍2md t2 于
发光面积
S=仔R2 盂
联立淤于盂式得 S= 2仔md2v2

q渍 。


